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ELHiROMcz iE M r 3 ( 1 1 ) 1 9 7 5 

I.N. MAGDEN, W.A. SAFONOW, J.N. TURCZANINOW: Wady kryjtalogroficzn« i przebicia plazmowe 
w epitaksjalnych złączach p-n 

Badano podstawowe wady strukturalne homoepltcksjalnych monokrystalicznych warstw krzemu: norosty epitok-
sjalne, defekty typu piramid, linie poflizgu, dyslokacje, błędy ułożenia, defekty typu "łusek", defekty 
o kształcie piericieni, błędy ułożenia związane z narostami epitaksjalnymi i defekty o złożonej.formie. Podda-
no ocenie wpływ łych defektów no wystąpienie przebicia mikroplazmowego i mezoplozmowego oraz no nieza-
wodnoić przyrządów półprzewodnikowych i układów scolonych. Lokalizację przebicia okreSiano no podstawie 
intensywności gaszenia termoluminoforu. 

E. PIETRAS, Z. BENBENEK: Generacja defektów w czasie dyfuzji cynku do arsenku galu 

Omówiono zagadnienie generacji defektów w czasie dyfuzji domieszek akceptorowych do GaAs. Analiza teo-
retyczna zostało potwierdzona przeprowodzonymi, za pomocą metod metalograficznych, badaniami zdefekto-
wania cynkowych warstw dyfuzyjnych. Porównanie parametrów procesu generacji dyslokacji w czasie dyfuzji 
fosforu do krzemu i cynku do arsenku galu wykazało, że proces ten w przypadku arsenku golu jest znacznie 
bardziej prawdopodobny. 

W. VIETH, T. DROŻDŻ, W. PYŻUK, T. KRUPKOWSKl: Roztwory ciekłych kryształów. I. Badanie układu 
4,4'-dwuheksyloksyazoksybenzen-azoksybenzen metodą termicznej analizy różnicowej 

Metodą termicznej analizy różnicowej sporządzono wykres fazowy układu dwuheksyloksyozoksybenzen/nemo-
tyczny ciekły kryształ/ - ozoksybenzen /związek nienemotyczny/. Stwierdzono, że zbadany układ charakte-
ryzuje się nadspodziewanie dużym zakresem istnienia fazy nematycznej /do 46,4Xi zawortoSci nienemotyczne-
go skłodniko/. Przeprowadzone kontrolne pomiary kolorymetryczne wykazały, że metoda DTA w zadowalający 
sposób nadaje się do konstruowania wykresów fazowych układów ciekłokrystalicznych. 

I. WOLNIK, M. CHUDY, R. WISNIEWSKI: Oznaczanie zanieczyszczeń w mieszaninach azotu z silanem 

Przedstawiono metody chromotogroficznego oznaczania C H 4 , CO, CO2, O2 i SiH4 w mieszaninach Nj 
i SiH^ /zawierających do IWo SiH^/ po uprzednim skumulowaniu C H 4 i COno zdezoktywowonym żelu krze-
mionkowym. Opisano również metodę oznaczania Oj w mieszaninach gazowych Nj + SiH4 zo pomocą onoli-
zatora aolwonicznego po uprzednim usunięciu SiH4. Dokłodność oznaczania poszczególnych składników: 
n-10-%obj. 

J. NOWACKI, M. NAROŻNIAK: Niskoci&iieniowe tłoczywo epoksydowe NE-4. 

Podano wyniki proc wykonanych w ONPMP nad otrzymaniem nowego niskoci&iieniowego tłoczywa epoksydo-
wego, przeznaczonego głównie do hermetyzocji elementów elektronicznych . ft-zedstawiono podstawowe włos-
noSci tłoczywa i porównano je z innymi tłoczywami tego typu. 
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U.H. UirAGH, 6.A. CA$OHOB, IO.H. TyF<UHHHOB: Kpactaiuiorpa^inecKie HecosepieBCTBa h laucpoiuasMeH-
hm8 npoCoa B aiiHiaKCHajitHux p-nnepexoaax 

HccneaofiajiDCB ocuosHue CTpyKiypHue HecosepaeacTBa rouoSQHiaKCHauHux HOHOKpiicTaJuui<iecKiix cjioes 
KpeMUUfl: anMTaKCHajiBuue Buciynu pocTa, iiiipaMiuta;ii>iaie Ae$eKTu, juuiuv CKOJUxeHmii, AMonoKaiuui, 

ynaKOBKH, Ae$eKTu luna "itenyttKH", KonmesiuBue ;ie$eKTU, ae^eKTU ynaKOBKH conpHseHHue 
c sniiidKcaJiLHuiiii BucTynaHH pocia a 4e$eKiu cjioxhoK $opiiu. 
OueHHBaeicH BJHHHue 3thx aeíeKTOB na pasBHiae mutpoiuaaiieiuioro a Meaonjiaaiieluioro npoOoeB, Ha-
4exuocTi> nojiynpoBOAHMKOBux npaSopoB h HHierpaiBKJix cxeu. loKajmsauuH npofion onpeAeJuuacii no 
HHieHCHBHOCTH noraneHHH iepMOJiaaiHo$opa. 

3. IIETPAC, 3. EEHESHEK: Peuepaiuui 4e$eKT0B bo BpenH jijt^yaiu luuuca b apceam rasAifl 
fi ciaT&e paccMOTpemi npoCaeiiu reuepaiuia ae$eKTOB bo speiui AjUI/ijam aKMenTopiuz npiuieceB b ap-
ceHia rajutufl. UeTajuiorpa^inecKae HccJieAOBaHiifl noATBepsiuui TeopetnecKBtt asaiuis aeiĵ KiHocTH 
cjioaB nojiy^eHHUx lunuca. CpasueHie napaHeipos npouecca FeaepatuM 4acJiOKamiH bo speufl 
sa îjíTsaH $oc$opa b xpeiiuaH a uHBKa b apceaa;! rajuiafl noicasaao w stot npoqecc m apceBHiia 
rajuuifl HBJuieTC« Soxee BeponmuM. 

, B. nUI^K, T. KPyiIKOBCKUtl, B. BET, T. AFOVII: PacTBopu xhakux KpacciaiuoB. I . Hcczeaosaiiae 
ABarpajou 4,4-4areKCHJioKcaa3OKca0eH3o;ia b asKcaSeBaoie MeTÔ OH 4H4;$epeBi3auHoro repwnecKoro 
aiiaiasa. 

npescTaBiemi peayju>TaTu HccneaoBaButl MeToaoM ^A paciBopoB nisKOKpHCTaJiJiH<iecKoro AareKCUOKcaa-
aoKcaSeKaojia b aaoKcaSeuaoxe. 
no noij^eiiHuii AaHuuH nocipoeuo {{laaoByxi aaarpaiiHy CHcieuu. ycTauoBJieau ueuaTBwecKae cBoKcxBa 
caecelt b HeonmaHHo napoKoii AHanaaoue KoaaeHTpauBB, biuotb k aaoKcaóeBaojia. npoBeAeau 
KoaipoaiHMe KaaopaMeTpaMecKae aanepeaMH aoKaaaaa, mo «eiofl JTA b aociaioMBoa cienaaB cayMT 
nooTpottKe ^aaoBux warpauu cueceH umKOKpaciajuiaMecKBx coesaaeaiilt. 

H. BOJtHHK, U. UM, P. BHCHEBCKHB: Onpefleaeuue npaneceH b onecax Hj a SiĤ  
npoaciaBJueau ueíojm xpoMaTorpa$B<iecKoro onpeaajieBiiH co, cOj, o^ a siH;^ 1 0 % 06./ 

nocJie npeABapaieaiBoli KyiiyaHUHa a co b oxjiaiaeaaux MOMKyjiapaux oaiax 5A, 8 COj b «eaaK-
raBapoBaaaoH caiaKareao. Onacaa ueTo;) cnpeaeseBaR O2 b raaoBux cMecnx a síh^ npa nouona 
raaiBaainecKoro aaejiasaiopa nocJie npeflBapBTejii.Horo oiaeJieBBH siî .̂ Toibocti. onpeaeaeBaH oijeíi i -
aux KOHnoBeaiOB: n • oOoeuaax 

H. HOBAUKH, U. HAPOIHflK: HaaKoaanopaaH anoKCHABaa npecc-uacoa KE-4. 

QoKaaami peayaBiaiu paCot caejiaaaux b okfIííf aâ i otSpaOoxKoíi bobos aasKoaanopaotl anoKcaAaotl 
npecc-MaccH, npeaHaaaaieaaoa rJiaBSuii oOpaaoM jaa repueraaaaaa ajieKTpoaaux aneaesTOB. npeaoia-
Bieau Toxe ocBOBaue cBoíiciBa npeco-uaccu a conocTa&neao ax cBOttcisa co CBOttciBaiia Toro le la -
na ;<pfraiu npecc-Haccaua. 
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I .N. MAGDEN, W.A. SAFONOW, J .N. TURCZANINOW: StrucKirol defects and microplasma breakdowns in 
epitaxial p-n layers 

The following structural defects in homoepitaxial, monocrystalline layers were investigated: epitaxial hillocks, 
pyramids, slipbonds, dislocations, stacking faults, scale-like defects, ring-like defects, stacking faults associa-
ted with hillocks and complex defects. The influence of these defects on microplasma and mesoplasmo breokdown, 
semiconductor devices and integrated circuits reliability was qualified ĵ̂  The breakdown localisation was deter-
mined by means of thermophosphor extinction intensity. 

E. PIETI?AS, Z. BENBENEK: Generation of defects during zinc diffusion in gallium orsenide 

Acceptor diffusion induced defects in GaAs are discussed. Theoretical analysis was proved by metallographic 
investigation of defects in zinc diffused loyers. Comporision of the parameters of dislocation generation process 
at phosphorus diffusion in silicon and zinc in gallium arsenide shows that this process is for gallium arsenide far 
more likely. • 

W. VIETH, T. DROŻDŻ, W. PYŻUK, T. KRUPKOWSKI: Solutions of the liquid crystols. I. The investigation 
of the 4,4'- dihexyloxyazoxybenzene-ozoxybenzen system by the differential thermal analysis. 

Solutions of the liquid crystolline 4,4 ' - dihexyloxyazoxybenzene in azoxybenzen /isotropic liquid when melted/ 
were investigated by means of the differential thermal analysis /DTA/and the phose diogrom of the system was 
established.The mixture behaves as a nemotic liquid crystal within dn unusually brood concentration region, 
up to the content of 46,4% of azoxybenzene. Calorimetric test measurements hove proved that DTA data ore 

. adequate to provide phase diagrams of liquid crystalline media. 

I. WOLNIK, M. CHUDY, R. WIŚNIEWSKI: Determination of impurities in nitrogen and silone mixtures 

Methods of chromatographic determination of CH^, CO, CO2, O2 and SiH4 in Nj + SiH4 mixtures /up to 10% 
of SiH4/are described. CH4 and CO were previously condensated in cooled molecular sieves 5A and and 
CO2 - in deactivated silica gel. 
A method of O2 determination in N2 + SiH^ gas mixtures using galvanic analyser öfter pevious SiH4 separation 
is also demonstrated. The accuracy of determination for particular components is n.lO"^/o vol. 

J i NOWACi<l, M. NAROŹNIAK: The low-pressure epoxy moulding compound NE-4 

Results of reseorchs mode in ONPMP with a formulation of a new low-pressure epoxy moulding compound espe-
cially recommended for encapsulation of electronic components are discussed. The basic properties of the 
moulding compound /NE-4 /and the comporision with other moterials of the some kind ore also given. 
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S Y M P O Z J A - K O N F E R E N C J E - S E M I N A R I A 

1 . W dn!u 19.111. odbyło się seminarium no temat "Instrumenty do mierzenia gruboSci powłok ochronnych i gal-
wanicznych na metalu metodą bezuszkodzeniową", zorganizowane przez PHZ "Tranipol" i Unit Process 
Assemblies - uczestniczyli w nim: M. Adamiec, R. Izbaner, J. Kłos, M. Pierzchała, M. Rychcik, A. Szy-
mański, W. Włosiński. 

2 . W dniach 7 - 8.IV. odbyła się konferencja naukowa na temat "Analiza materiałów półprzewodnikowych" 
zorganizowana przez Zakład Analiz ONPMP i Podkomisję Analizy Materiałów Czystych Komisji Chemii 
Analitycznej PAN. Pracownicy Ofrodka wygłosili referaty: "Stan analityki materiałów wysokiej czystoSci 
i kierunki jej rozwoju w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Półprzewodników" - ćz. Jaworski, "Spektrofoto-
metryczne oznaczanie boru w związkoch antymonu - SbCl3, SbCIg, Sb203 używanych dla celów półprze-
wodnikowych" - J. Witkowska, "Spektrograficzna metoda oznaczania zonieczyszczeń w niebianie litu" -
W. Wierzchowska, "Systematyczne błędy w analizie materiałów czystych za pomocą spektrometrii masowej 
z iskrowym źródłem jonów" - J. Bukowski, "Metody oznaczania zanieczyszczeń iladowych - C^/ 
CO COj , CH4, N2 w gazach i mieszoninach gazowych stosowanych w produkcji półprzewodników'' -
I. Wolnik. 

3. W dniu 11 .IV. w Zakładzie Doświadczalnym Metali Nieżelaznych przy Hucie Aluminium referat "Zastoso-
wanie ceramiki korundowej" wygłosił A. Bień. 

4. W dniach 20 - 27.IV. w Jaszowcu odbyło się Seminarium Związków Półprzewodnikowych, zorganizowane 
przez WAT, w którym udział wzięli: J. Bekisz, M. Bogofaowicz, A. Halak, P. Jakubowski, W. Krzywiec, 
T. Łypacewicz, K. Nowysz. 

5. W dniu24.IV. w konferencji "ETO w zarządzaniu przedsiębiorstwem" zorganizowanej przez NOT - uczest-
niczył J. Milewski. 

6. W dniu 16.V. odbyło się seminarium "Półprzewodniki mikrofalowe: technologia, charakterystyka, zastoso-
wanie", zorganizowane przez Polską Sekcję IEEE, Sekcję Elektroniki i Rodiotechniki SEP oraz ITE, uczest-
niczyli w nim: W. Brzozowski, T. Dróżdż, A. Hruban, W. Krzywiec, K. Nowysz, E. Pietras, W. Ryczek, 
St. Strzelecka, B. Surma. 

7. Na IV Ogólnopolskiej Konferencji Mikroskopii Elektronowej w dniach 19-21 .V. St. Bzowski wygłosił refe-
rat "Wpływ stopnia zgniotu i zawortoSci chromu na strukturę dyslokacyjną stopów Fe-Cr", wzięli w niej 
udział również T. Dróżdż i J. Toruń. 

8. W dniach 5-7.VI. w Międzynarodowej Konferencji SIMPLAST - 75, zorganizowanej przez OS ôdek Dosko-
nalenia Kadr SIMP - uczestniczył J. Nowacki. 

9. W dniach 19 - 20.VI. sekcja Elektroniki ZG SEP oraz Koło Zakłodówe ITR zorganizowały konferencję nau-
kowo-techniczną "Elektroniczne podzespoły bierne", w której udział wzięli J. Chorąży, W. Włosiński 
i T. Wojtkowski. 

Zagraniczne 

1. W IV Europejskim Sympozjum Metalurgii Proszków zorganizowanym w Grenoble w dniach 10 - 17.V. -
uczestniczyła H. Rutkowska. 

2 . W dniach 20 - 31 .V. w seminarium dotyczącym metod wyciągania monokryształów, zorganizowanym w Buł-
garii - uczestniczył J. Drągowski. 

3. W III Międzynarodowym Sympozjum no temat "Stan badań w zakresie chemii krzemianów", zorganizowanym 
w Brnie w dniach 16 - 20.VI. wzięła udział M. Pawłowska. 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia proc redakcyjnych związanych z przygotowaniem materiału dc druku redakcja prosi 
Autorów o przestrzeganie podanych niżej wskazówek; 
1. Objętości artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostrcnnie, z interlinią /co drugi 
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. No arkuszu nie powinno być więcej niż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane, 

3. No marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/ należy wykonywać osobno /nie w maszynopisie całego 
artykułu/, w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerować kolejno. U góry każdej tabeli podać 
tytuł objoiniojący. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języku 
polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie na częici,a w części końcowej winny być sformuło-
wone wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreślać. W miarę możności unikać podziału artykułu na 
oddzielnie zatytułowane części. 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /niezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki należy wykonywać na prze-
zroczystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery fotografii 
1 powiększenie należy podawać no odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 
łącznie /nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podać wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania I rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekście powołania na 
numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np. [ 1 ] . 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkości we wzorach itp. 
powinny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Ukłod Miar / S I / oraz 
2 innymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek na 
stronie nie powinno być więcej niż 5. 

12. Redakcja zostrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty stylistycznej Itp. 

13. Fakt nadesłania procy do wydrukowonio w "Materiałach Elektronicznych" uważany jest za równoznaczny 
z oświadczeniem Autora, że praca nie była drukowano ani wysłano do drukowania w żadnym Innym czaso-
piśmie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania się 
I ewentualnego przesłania należnego honorarium. 

WPM "WEMA". Womowo 1975. NoHod 500tć0 «gi. Zom. 1490/75-A-2/S 
Dnjk:Zakt. Poligrof. WEMA -331/75 

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



, - I 

O Ś R O D E K N A U K O W O - P R O D U K C Y J N Y 
M A T E R I A Ł Ó W P Ó Ł P R Z E W O D N I K O W Y C H 
W A R S Z A W A , ul. Konstruktorska 6 

http://rcin.org.pl




